



расчета были определены равновесные атомные позиции данных сплавов. Значе-
ния магнитных моментов приходящихся на каждый атом железа,  и вид электрон-
ных плотностей состояний находятся в хорошем согласии с результатами преды-
дущих работ [2,3]. Оценка величины магнитострикции в данной работы обеспе-
чивается построением реалистичной магнитной модели в базисе функций Ванье 
и оценкой наблюдаемых параметров с применением формализма одночастичных 
функций Грина. Это даст возможность детализировать  микроскопические меха-
низмы, ведущие к возникновению явления магнитострикции в данном соедине-
нии. 
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We have studied influence of the initial domain structure on piezoelectric and dielectric 
properties of relaxor ferroelectrics: SBN single crystals and PLZT ceramics. The initial do-
main structure was created by: (1) zero-field cooling, (2) in-field cooling, (3) partial switch-
ing. The difference of the frequency dependences of integral piezoelectric response and tem-
perature dependences of dielectric permittivity for various initial domain structures was re-
vealed. 
 
Было изучено влияние исходной доменной структуры на пьезоэлектриче-
ские и диэлектрические свойства монокристаллов ниобата бария-стронция 
(Sr0.61Ba0.39Nb2O6, легированного Ce и Ni) и керамики цирконата-титаната свинца, 




Измерения интегральных характеристик проводилось в образцах, имеющих 
доменную структуру, созданную разными методами: (1) термическая деполяри-
зация (ТДП), (2) термическая поляризация (ТП) и (3) частичное переключение 
(ЧП). Доменная структура, образованная после ТДП, состояла из нанодоменов со 
случайно ориентированной спонтанной поляризацией [1-2]. После ТП формиро-
валось квазимонодоменное состояние с остаточными нанодоменами. Доменная 
структура, сформированная в результате ЧП, представляла собой микроразмер-
ную доменную структуру с остаточными нанодоменами. 
Были измерены температурные зависимости диэлектрической проницаемо-
сти для образцов SBN и PLZT с различной доменной структурой. Было показано, 
что диэлектрическая проницаемость при низких температурах выше для образ-
цов после ТДП, чем после ТП, и разница при нагреве увеличивается. Это разли-
чие связано с вкладом заряженных доменных стенок в диэлектрический отклик 
[3]. Нанодоменный лабиринт с большим числом заряженных доменных стенок, 
образовавшийся в образцах после ТДП, вносит значительный вклад в диэлектри-
ческий отклик. Напротив, маленькая площадь доменных стенок в образцах после 
ТП уменьшала диэлектрическую проницаемость. Уменьшение деполяризующих 
полей и подвижности доменных стенок при нагреве привело к увеличению раз-
ности диэлектрической проницаемости между образцами после ТДП и ТП. 
Были исследованы частотные зависимости интегрального пьезоэлектриче-
ского отклика монокристаллов SBN и PLZT керамики с различной доменной 
структурой, измеренные при комнатной температуре (ниже температуры замер-
зания для исследуемых образцов). Небольшое снижение интегрального пьезо-
электрического отклика с увеличением частоты было обнаружено для образцов, 
обработанных всеми методами. Наибольший пьезоэлектрический отклик был об-
наружен в образцах после ТП, а наименьший – в образцах после ТДП. Такое по-
ведение можно объяснить вкладом поляризации образцов в пьезоэлектрический 
отклик системы [3]. Поляризация образцов после ТДП, довольно мала, а в образ-
цах, обработанных ТП, ее значение существенно больше. 
Работа выполнена с использованием оборудования УЦКП «Современные 
нанотехнологии» ИЕНиМ. 
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